
　名古屋工業大学極微構造デバイス研究センターは，極微細な構造をした材料の物性研

究及び極微構造をもつデバイスの開発を行うことを目的に1993年4月に10年という時限

つきで省令設置されました。2001年9月15日，最近の研究成果を紹介し、併せて極微構

造デバイスの将来を考えることを目的としてシンポジウムを開催しました。

　極微構造デバイスのためのケミカル・メカニカルポシッシング（CMP）技術の物理・化

学を研究するため1995年12月に設立されたケミカル・メカニカル精密加工技術（フジ

ミ）寄附研究部門は、2001年11月30日をもって無事終了しました。2002年1月25日に

は，ケミカル・メカニカル精密加工技術（フジミ）寄附研究部門の設置期間が満了した

ことを記念し、関連テーマに関する講演会を開催いたしました。

　また、2001年12月16日，日本酸素（株）の寄附により、大口径基板上への半導体結晶

成長技術および装置の研究を行う有機金属気相成長技術（日本酸素）寄附研究部門が新

たに設立されました。

　このような大きな流れの中，2001年度も皆様のご支援・ご協力により着実に研究を：実

施し，報告書第九巻を発行することができました。この報告書聖九巻では，本センター

で実施してきた研究の中から「サファイア基板上GaN系面発光レーザに関する研究」，

及び「InGaPを用いたタンデム型太陽電池に関する研究」について総説としてまとめる

と共に，この1年間に行ってきた窒素化合物系半導体の材料研究ならびに光・電子デバ

イスへの応用を目的とした材料の研究等，［GaAs］系，［GaN］系，［Carbon］系，［riO2］系お

よび［制御］系に分けて，それらの研究成果についてまとめております。

　来年度は本センター終了年度となりますが，積極的に学術ばかりでなく産業界にも貢

献できるよう開かれた研究開発を行っていく所存です。この場を借りて，内外の関係各

位のご指導・ご援助に厚く御礼申し上げると共に，今後とも本センターの活発な活動を

見守り下さいますようお願い申し上げます。
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　　　The　Research　Center　fbr　Micro－Snucture　Devices（RCMSD）照s　established　in　1993　fbr止he

purpose　of　conducting　rβ＄earch　on　physical　characteristics　of　materials　with　micro－structure　and

th・i即Plib・ti・n　t・‡he　e1㏄並・㎡・㎝d　ph・t6・i・device・飴・t・n　years．1・1995，・釦・d・d・e・6肛・h

depaπment　of　Chemical　Mechanical　Polishing（F可imi）was　established　fbr　the　purpos60f

cohducting　research　onかhysics　and　chemis鯉of　chemical　and　mechImical　polishing　tec㎞010gy　fbr

micro－structu士e　devices．　The　dΦa血nent．of　CMP　was　successfUIIy　completed　on　November　30，

2001・0・S6m・・噸・15・2001・血・・r・e舳p・・9・e・S…f画・・¢・n・…㎝d・nJ㎝・町25；200守・

the　research　achivements．of　CMP　were　presented　at　the　lecture　meedng　held　by．RCMSD，　and　some

「ese肛che「s章omotheτinsti飢es副so．gavelec町es　on「elatedtρpics瑛血emeeting・

　　　On　D㏄ember　16，2001，　a　new　fUnded　research　d信partment　of　Metelorganic　Chemical　Vapor

Deposition（Nippon　S　anso）was　established　fbr　the　purpose　of　fhlfilling　qurrent　social　demand　on

mass　production－type　crystal　growth　equipment．

　　　In　this　volume，　two　papers　reviewing　our　works　in　last　several　years．on‘‘Study　on

GaN－based　vertical－cavity　surface－emitting　laser　diodes”and‘‘Study　on　InGaP－baSed　tandem

solar　cells”．　Apart　f士om　the　activities　o皐these　materials，　a　lot　of　basic　researches　on

Ph…一Fun・ti・n謡．　M・t・d副・飴・．　th・曲加・e　apPlicati・n・i・OP・・一Elec伽・㎡d　Deviceゆ・・i・・1・d・

solar℃ells，　photo－catalysis，　etc．　have　taken　places　in　the　center，　this　financial　year．

　　　↑he　purpose　of　publishing　this　tec㎞ic誕repon　is　to　infb㎜you　what　we　did　last　year．　We

will　continue　and　increase　the　rese訂ch　activity　in　those　fields　fbr　the　public　welfare．

　　　My　deepest　appr㏄iation　goes　to　the　researchers　at　home　and　overseas　fbr　their　cohtribututions，

encouragement　and　continuous　support　for　maintaining　the　research　activities　of　this　centerよ
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